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1. はじめに 

前回、我々は Wet 酸化により形成した犠牲

酸化膜をエッチングし Si(100)基板表面の平

坦化を行い、その平坦性とダイオードの電気

特性との相関について報告した[1]。今回、

Dry酸化およびWet酸化により犠牲酸化膜を

形成した場合の平坦化プロセスの比較検討

を行ったので報告する。 

 

2. 実験方法 

SPM洗浄、希フッ酸処理を行った p-Si(100)

基板上に、1100℃の Wet 酸化または Dry 酸化

によりSiO2を 100 nm 形成し(犠牲酸化)、

HF:HCl=1:19のエッチャントによりSiO2をエ

ッチングした[2]。この平坦化処理後、1000℃

の Dry 酸化によりSiO2を 10 nm 形成した。さ

らに、上部と下部に Al 電極を蒸着し、MOS

ダイオードを作製した。このように作製した

試料に関して、AFM、C-V 特性、J-V 特性、

および絶縁破壊特性による評価を行った。 

 

3. 実験結果及び考察 

図 1に p-Si(100)表面平坦化後の AFM像を

示す。図 1(a)に示すように犠牲酸化膜が Dry

酸化の場合ではエッチング後の表面ラフネ

ス(RMS)が 0.085 nm であるのに対して、図

1(b)に示すように Wet 酸化の場合では RMS

が 0.065 nm と平坦化できていることが分か

った。図 2に V-Ramp法により測定した MOS

ダイオードの絶縁破壊電荷量(Qbd)に関する

Weibull プロットを示す。この結果から平坦

化プロセスとしての犠牲酸化膜は Dry 酸化

より Wet 酸化で形成することにより絶縁破

壊電荷量のばらつきが改善され、耐圧も向上

することが分かった。 
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図 1 p-Si(100)基板表面平坦化後の AFM 像

(scan size 2 x 2m
2
)。 (a)Dry 酸化による平坦

化後、(b)Wet 酸化による平坦化後。 
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図 2 Al/SiO2(10nm)/Si(100)/Al MOS ダイオー

ドの絶縁破壊特性の犠牲酸化膜形成プロセ

スによる比較。 
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